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摘 要

本論文描述出一個SOI（Silicon on Insulator，絕緣體上矽）應用在一個反相器當中（Inverter）並輸入一動態小訊號，求其

動態消耗功率，以及其速度，並與傳統(Bulk)的MOS元件做比較，以通道長度作為變化的主要原因去探討，求得最好的低

功率消耗以及高速度元件。在通道長度縮短情況之下，速度會加快，但是功率消耗卻因為載子的熱量消耗，卻因此而上升

，故本文探討找尋在功率速度乘積(Power-Speed Product)下找尋一個最好的值，以求得高速低功率元件， 經由數據的探討

得知，在通道長度0.25um情況之下，可以得到最好的功率速度乘積(Power-Speed Product)。
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